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【公表番号】特表2008-547049(P2008-547049A)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年12月11日(2012.12.11)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屈折率分布、中心線、第１領域及び前記第１領域に直接隣接する第２領域を有するコア
と、前記コアを囲み且つこれに直接に隣接するクラッド層と、を含み、
　前記第１領域及び前記第２領域の少なくとも１つには、屈折率を増大せしめ且つ縦音波
速度を低減せしめる第１のアップドーピング材料がドープされ、さらに、屈折率を増大せ
しめ且つ縦音波速度を増大せしめる第２のアップドーピング材料がドープされることによ
り（ａ）前記コア内の縦音波速度が前記クラッド層内の縦音波速度の０．０５％の範囲内
にある又は（ｂ）前記コアの前記第１領域内の縦音波速度及び前記第２領域内の縦音波速
度は少なくとも０．２％だけ異なることを特徴とする光ファイバ。
【請求項２】
　屈折率分布と中心線を有するコアと、
　前記コアを囲み且つこれに直接に隣接するクラッド層と、を含み、
　前記コアは、ＳｉＯ２から構成され、隣接した少なくとも２つのコア領域を含み、前記
コア領域のうち少なくとも１つにおいてゲルマニウム及びアルミニウムがドープされるこ
とにより、前記２つのコア領域内の縦音波速度が少なくとも０．２％だけ互いに異なるこ
とを特徴とする光ファイバ。
【請求項３】
　音響デルタΔ１を有する第１領域と前記第１領域と直接隣接し且つ音響デルタΔ２を有
する第２領域を含み、屈折率分布と中心線を有するアルミニウムドープされたＳｉＯ２コ
アと、
　前記コアを囲み且つ前記コアに直接隣接するクラッド層と、を含み、
　前記音響デルタΔ１と前記音響デルタΔ２とは非同一であり、前記第１及び前記第２コ
ア領域は実質的に等しい光学屈折率を有し、前記コアの屈折率は、波長１５５０ｎｍで電
場と音響フィールドとの間の正規化された重なり積分値が０．８未満となるように、選択
されることを特徴とする光ファイバ。
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【請求項４】
　屈折率分布、中心線、音響デルタΔ１を有する中央コア領域、及び、前記中央コア領域
を囲み且つ直接隣接し且つ音響デルタΔ２を有する隣接コア領域、を有するアルミニウム
ドープされたＳｉＯ２コアと、
　前記コアを囲み且つ前記コアに直接隣接するクラッド層と、を含み、
　前記音響デルタΔ１が前記音響デルタΔ２未満であり、前記中央コア領域及び前記隣接
コア領域は実質的に等しい光学屈折率を有し、
　前記中央コア領域は０．１モル％以上のアルミニウムを含み、前記隣接コア領域には、
０．１モル％未満のアルミニウムを含み、前記中央コア領域及び前記隣接コア領域のうち
少なくとも１つには、基本音響フィールドが前記コアの中心から離れるようにゲルマニウ
ム及びアルミニウムが共にドープされていることを特徴とする光ファイバ。
【請求項５】
　屈折率分布と中心線を有するコアと、
　前記コアを囲み且つ前記コアに直接に隣接するクラッド層と、を含み、
　前記コアは、隣接した少なくとも２つのコア領域を含み、前記コア領域の少なくとも１
つにおいて、屈折率を増大せしめる第１のアップドーピング材料によりドープされ、屈折
率を増大せしめ且つ縦音速を増大させる第２のアップドープ材によりさらにドープされる
ことにより、（ａ）前記コア内の縦音波速度が前記クラッド層内の縦音波速度の０．０５
％の範囲内にある又は（ｂ）前記２つのコア領域内の縦音波速度は少なくとも０．２％だ
け異なることを特徴とする光ファイバ。
【請求項６】
　前記コアはＳｉＯ２から構成され、前記第１及び第２のアップドーピング材料は、それ
ぞれＧｅ及びＡｌであることを特徴とする請求項１又は５に記載の光ファイバ。
【請求項７】
　前記第１領域は中央コア領域であり、
　前記第２領域は前記中央コア領域を囲む隣接コア領域であり、
　前記中央コア領域には、屈折率を増大せしめ且つ縦音波速度を低減せしめる前記第１の
アップドーピング材料がドープされ、さらに、屈折率を増大せしめ且つ縦音波速度を増大
せしめる前記第２のアップドーピング材料がドープされたことを特徴とする請求項１に記
載の光ファイバ。
【請求項８】
　前記第１領域は中央コア領域であり、
　前記第２領域は前記中央コア領域を囲む隣接コア領域であり、
　前記隣接コア領域には、屈折率を増大せしめ且つ縦音波速度を低減せしめる前記第１の
アップドーピング材料がドープされ、さらに、屈折率を増大せしめ且つ縦音波速度を増大
せしめる前記第２のアップドーピング材料がドープされたことを特徴とする請求項１に記
載の光ファイバ。
【請求項９】
　前記第１領域及び前記第２領域は実質的に等しい光学屈折率を有することを特徴とする
請求項１、７又は８に記載の光ファイバ。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６２】
　そして、電場と音響フィールドとの間の正規化された重なり積分
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９５
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９５】
　このようにして、本発明の実施例のいくつかにおいて、本明細書（図１を参照）に開示
された光ファイバ１０は、（ａ）光ファイバの中心線に向かって、又は、（ｂ）コア１２
の端部に向かって、支配的な音響モードフィールド（例えば、Ｌ０１）のモードフィール
ドを引きつける傾向がある。その結果、音響フィールド及び光学フィールドの間の結合が
弱まる。望ましくは、また、光ファイバ１０は、（ａ）光ファイバの中心線に向かって、
又は、（ｂ）コア１２の端部に向かって、次に支配的な音響モードフィールド（通常Ｌ０

２）のモードフィールドを引きつける傾向がある。その結果、その次に支配的な音響フィ
ールド及び光学フィールドの間の結合が弱まる。他の実施例では、コア及びクラッドの音
波速度はほぼ同じであり、音響フィールドは、クラッドに広がり、コアにおける音響エネ
ルギーは遥かに小さくなっており、かさねて、光学フィールドと音響フィールドとの間の
重なり積分を最小にする。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０９】
　実施例２．中心から音響フィールドを押し離す。
　この実施例では、ＳＢＳ効果を低減させるために別のメカニズムを探る。また、参照フ
ァイバとしてゲルマニウムドープされた標準シングルモードファイバ（図２Ａ及び２Ｂ）
を用いる。しかし、これらの実施例では、中央のコア領域１２ａ（ｒ＝０－２．５ミクロ
ン）にアルミニウムを共ドープしている。一方で、周囲のコア領域１２ｂ（２．５ミクロ
ンから４．２ミクロンまでの半径のコア領域）は変化させないままにしてある。表２に示
されているように、領域１２ａのアルミニウムのドーピング濃度が増大するのに従って、
図７に示されているように、ＳＢＳ閾値は単調に増大するのが分かる。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１１】
　表２に示した光ファイバ例の音響導波路及びそれに関連するフィールド分布に着目する
と、真ん中のコア領域であるコア領域に共ドープすることによってレベルアップされたＳ
ＢＳ閾値のメカニズムを理解することができる。例えば、表１における実施例のファイバ
＃１２の光ファイバ１０の音波デルタ分布を図８に示している。コア領域１２ａにアルミ
ニウムを共ドープすることによって、音波デルタがかなり減少することが見出されている
。したがって、コア領域１２ａ（ｒ＝０－２．５ミクロン）の音波デルタは領域１２ｂ（
ｒ＝２．５－４．２ミクロン）の音波デルタに対して低くなるが、それにもかかわらず、
光学フィールドは光導波コア１２幅を伝播する。この音響デルタ分布は、基本音響フィー
ルドがファイバコア１２の中心から引き離される結果になり得る。図９に、ファイバ半径
の関数として、光学フィールド及び音響フィールドを示す。光学フィールドには変化はな
いが、Ｌ０１音響フィールドがコアの中心からコア１２の端部に向かって押されているこ
とが見出された。光学フィールドがファイバ（すなわち、コア領域１２ａ）のほぼ中心付
近にあるので、基本音響フィールドをファイバのコアの中心から遠くに移行させることに
よって、ＬＰ０１とＬ０１フィールドとの間の重複を低減させ、ＳＢＳ性能を測るＦＯＭ
を増大させている。高次の音響フィールドは事実上振動している。光学フィールド（例え
ば、ＬＰ０１）のようなフィールドの重複は非常に小さい。なぜなら、フィールドの正の
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寄与がフィールドの負の寄与によって大きく打ち消されるからである。表２の実施例＃１
２の光ファイバに関しては、重なり積分は０．４４である。この実施例の光ファイバ１０
のピンアレイ曲げ損失及び横荷重曲げ損失は、１５５０ｎｍの波長において、それぞれ、
１７．９ｄＢと０．４５ｄＢ／ｋｍである。表２の光ファイバの実施例のカットオフ波長
は、１．３μｍ、又は１．３μｍ未満である。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２４】
　実施例６：アルミニウムドーピング濃度が滑らかに変化する光ファイバ
　本発明の別の実施例によれば、光ファイバ１０、アルミニウムドープ濃度が隣接領域間
で急に変化せずに非常に滑らかな変化をするようにドープされたコア１２及びクラッド１
４を有する。しかしながら少なくとも２つのコア領域が異なるアルミニウムドーパント量
であると、その結果、異なる音波速度を示すことになる。この実施例では、図２ａの光学
デルタ分布を有する光ファイバ１０であって、コアがアルミニウムドープされたものにつ
いて考察する。この実施例では、アルミニウム濃度がコア１２の中心からコアの端部に向
かって、直線的に変化する。この光ファイバのアルミニウム濃度変化に起因する光学デル
タ％は、図２１に示されている。このファイバの音響デルタ分布は図２２に示されている
。コア１２の中心付近の音波デルタの下限値は、音響フィールドをコアの中心から押し離
すのに寄与しており、その結果、ＬＰ０１光学フィールドと音響フィールドとの間の重複
を軽減することができる。変更されたこの光ファイバ１０のＦＯＭは１９１．７μｍ２で
あり、ゲルマニウムドープされた光ファイバに比べて、２．３３ｄＢ又は３．６８ｄＢだ
けレベルアップすることができる。光学フィールドと音響フィールドは図２３に示されて
いる。ＬＰ０１はコアの中心に残っているが、基本音響フィールドはコアの中心において
抑えられているのが分かる。
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